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(57)摘要

本发明涉及一种光透半导体材料，包括基底

和附着于所述基底上的液态金属层；所述液态金

属层上方为氧化锌片层结构。本发明还涉及一种

光透半导体材料的制备方法，该方法包括以下步

骤：(1)在基底上均匀喷涂液态金属层，静置至所

述液态金属层的表面形成稳定氧化膜，得复合材

料；(2)将步骤(1)所得复合材料浸没于包含硝酸

锌、六次甲基四胺和水的基液中，充分静置后取

出，即得。本发明提供光透半导体材料，既保留了

氧化锌纳米结构本身良好的半导性，又大大提高

了其透光性，且该材料的制备方法简单，制备工

艺要求低，可广泛应用于电子工业，具有广阔的

应用前景。
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1.一种光透半导体材料，其特征在于，包括基底和附着于所述基底上的液态金属层；所

述液态金属层上方为氧化锌片层结构；所述液态金属层与所述氧化锌片层结构接触的表面

为一层稳定氧化膜。

2.根据权利要求1所述的光透半导体材料，其特征在于，所述液态金属为镓、镓铟合金、

镓铟锡合金、镓铟锡锌合金中的一种。

3.根据权利要求2所述的光透半导体材料，其特征在于，所述液态金属为镓铟二元合金

或镓铟锡三元合金。

4.根据权利要求3所述的光透半导体材料，其特征在于，所述液态金属为镓铟二元合

金，其中，镓的含量为质量分数50～90％，其余为铟；或，为镓铟锡三元合金，其中，镓的含量

为质量分数60～80％，铟的含量为质量分数10～30％，其余为锡。

5.根据权利要求1～4任意一项所述的光透半导体材料，其特征在于，所述液态金属层

的厚度为20μm～200μm。

6.一种光透半导体材料的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

(1)在基底上均匀喷涂液态金属层，静置至所述液态金属层的表面形成稳定氧化膜，得

复合材料；

(2)将步骤(1)所得复合材料浸没于包含硝酸锌、六次甲基四胺和水的基液中，充分静

置后取出，即得。

7.根据权利要求6所述的制备方法，其特征在于，所述液态金属为镓、镓铟合金、镓铟锡

合金、镓铟锡锌合金中的一种。

8.根据权利要求7所述的制备方法，其特征在于，所述液态金属为镓铟二元合金或镓铟

锡三元合金。

9.根据权利要求8所述的制备方法，其特征在于，所述液态金属为镓铟二元合金，其中，

镓的含量为质量分数50～90％，其余为铟；或，为镓铟锡三元合金，其中，镓的含量为质量分

数60～80％，铟的含量为质量分数10～30％，其余为锡。

10.根据权利要求6～9任意一项所述的制备方法，其特征在于，所述液态金属层的厚度

为20μm～200μm。

11.根据权利要求6所述的制备方法，其特征在于，所述基液中，硝酸锌的含量为质量分

数0.3～0.5％，六次甲基四胺的含量为质量分数0.6～0.8％，余量为去离子水。

12.根据权利要求6所述的制备方法，其特征在于，步骤(2)所述充分静置具体为：在30

℃以上条件下静置1h以上。

13.根据权利要求12所述的制备方法，其特征在于，步骤(2)所述充分静置具体为在30

～50℃静止5～8h、在50～80℃静止3～5h或在80～100℃静止1～3h。

14.权利要求6～9、11～13任意一项所述方法制备而成的光透半导体材料。
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一种光透半导体材料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及半导体材料领域，具体涉及一种光透半导体材料及其制备方法。

背景技术

[0002] 氧化锌作为一种半导体材料，近年来引起了人们的广泛关注。其在电子电路方面

具有优异的特点，因此具有重要而广泛的应用前景。

[0003] 但目前制备的氧化锌纳米结构大多为棒状的，晶体厚度较高，虽然具有一定的透

明度，但并不高。而随着当今高速高科技发展的电子工业，对氧化锌半导体材料的透光性提

出了更大的挑战。同时，传统的制备氧化锌的方法，需要高温制备，制备工艺复杂。

发明内容

[0004] 为了克服现有技术存在的问题，本发明提出了一种光透性极佳的半导体材料及其

制备方法。

[0005] 具体而言，本发明提供了一种光透半导体材料，包括基底和附着于所述基底上的

液态金属层；所述液态金属层上方为氧化锌片层结构。本发明所述氧化锌片层结构呈花瓣

状，既保留了氧化锌本身的半导体特性，又增加了其透光性

[0006] 本发明通过使用液态金属，确保所述氧化锌片层结构能够成型。所述液态金属为

镓、镓铟合金、镓铟锡合金、镓铟锡锌合金中的一种；优选为镓铟二元合金或镓铟锡三元合

金。本发明所述液态金属优选为镓铟二元合金，其中，镓的含量为质量分数50～90％，其余

为铟；或，为镓铟锡三元合金，其中，镓的含量为质量分数60～80％，铟的含量为质量分数10

～30％，其余为锡。

[0007] 为了确保所述材料具有良好的半导体性能以及氧化锌片层结构的顺利形成，所述

液态金属层的厚度为20μm～200μm。

[0008] 本发明所述液态金属层与氧化锌片层结构接触的表面为一层稳定氧化膜。

[0009] 本发明所述基底可选用本领域常规的玻璃、陶瓷、橡胶、塑料等材料，本发明不做

特殊限定。

[0010] 发明同时提供了一种光透半导体材料的制备方法，所述方法包括以下步骤：

[0011] (1)在基底上均匀喷涂液态金属层，静置至所述液态金属层的表面形成稳定氧化

膜，得复合材料；

[0012] (2)将步骤(1)所得复合材料浸没于包含硝酸锌、六次甲基四胺和水的基液中，充

分静置后取出，即得。

[0013] 本发明所述液态金属为镓、镓铟合金、镓铟锡合金、镓铟锡锌合金中的一种；优选

为镓铟二元合金或镓铟锡三元合金。

[0014] 作为本发明的一种优选方案，所述液态金属为镓铟二元合金，其中，镓的含量为质

量分数50～90％，其余为铟。

[0015] 作为本发明的一种优选方案，所述液态金属为镓铟锡三元合金，其中，镓的含量为
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质量分数60～80％，铟的含量为质量分数10～30％，其余为锡。

[0016] 为了获得性能良好的材料，所述液态金属层的厚度为20μm～200μm。

[0017] 所述制备采用的基液中，优选硝酸锌的含量为质量分数0.3～0.5％，六次甲基四

胺的含量为质量分数0.6～0.8％，余量为去离子水。

[0018] 本发明步骤(2)所述充分静置具体为：在30℃以上条件下静置1h以上。具体而言，

可在30～50℃静止5～8h、在50～80℃静止3～5h或在80～100℃静止1～3h。

[0019] 本发明进一步保护所述方法制备而成的光透半导体材料。

[0020] 本发明利用液态金属氧化层制备出片层花瓣状的薄片氧化锌纳米结构，既保留了

氧化锌本身的半导体特性，又增加了其透光性。同时，本发明提供的光透半导体材料制备方

法简单，工艺要求较低，材料广泛易得，应用性较强。

附图说明

[0021] 图1为本发明提供的光透半导体材料的SEM图；

[0022] 图2为本发明所述光透半导体材料的结构示意图；其中，1为基体；2为液态金属层；

3为氧化锌片层结构。

具体实施方式

[0023] 以下实施例用于说明本发明，但不用来限制本发明的范围。

[0024] 实施例1

[0025] 本实施例提供了一种光透半导体材料，包括基底和附着于所述基底上的液态金属

层；所述液态金属层的厚度为100μm，其上方为氧化锌片层结构；所述液态金属层与氧化锌

片层结构接触的表面为一层稳定氧化膜；

[0026] 所述液态金属为镓铟二元合金，其中，镓的含量为质量分数50～90％，其余为铟；

或，为镓铟锡三元合金，其中，镓的含量为质量分数60～80％，铟的含量为质量分数10～

30％，其余为锡。

[0027] 实施例2

[0028] 本实施例提供了一种光透半导体材料的制备方法，具体为：

[0029] (1)在基底上均匀喷涂一层厚20μm的液态金属层，所述液态金属为镓铟合金，其中

镓的含量为质量分数90％，其余为铟；在空气中静置至所述液态金属层的表面形成稳定氧

化膜，得复合材料；

[0030] (2)将步骤(1)所得复合材料浸没于包含硝酸锌0.35％、六次甲基四胺0.74％、余

量为水的基液中，30℃下静置5h后取出，即得。

[0031] 上述方法制备所得的光透半导体材料SEM图如图1所示，其结构示意图如图2所示。

[0032] 实施例3

[0033] 本实施例提供了一种光透半导体材料的制备方法，具体为：

[0034] (1)在基底上均匀喷涂一层厚100μm的液态金属层，所述液态金属为镓铟锡合金，

其中镓的含量为80％，铟的含量为15％，其余为锡；在空气中静置至所述液态金属层的表面

形成稳定氧化膜，得复合材料；

[0035] (2)将步骤(1)所得复合材料浸没于包含硝酸锌0.4％、六次甲基四胺0.6％、余量
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为水的基液中，80℃下静止3h后取出，即得。

[0036] 实施例4

[0037] 本实施例提供了一种光透半导体材料的制备方法，具体为：

[0038] (1)在基底上均匀喷涂一层厚200μm的液态金属层，所述液态金属为镓铟合金，其

中镓的含量为80％，其余为铟；在空气中静置至所述液态金属层的表面形成稳定氧化膜，得

复合材料；

[0039] (2)将步骤(1)所得复合材料浸没于包含硝酸锌0.3％、六次甲基四胺0.7％、余量

为水的基液中，100℃下静止1h后取出，即得。

[0040] 实施例5

[0041] 本实施例提供了一种光透半导体材料的制备方法，具体为：

[0042] (1)在基底上均匀喷涂一层厚150μm的液态金属层，所述液态金属为镓铟锡合金，

其中镓的含量为70％，铟的含量为20％，其余为锡；在空气中静置至所述液态金属层的表面

形成稳定氧化膜，得复合材料；

[0043] (2)将步骤(1)所得复合材料浸没于包含硝酸锌0.5％、六次甲基四胺0.8％、余量

为水的基液中，90℃下静止2h后取出，即得。

[0044] 经检测，本发明提供的半导体材料具有良好的半导体性能(如传热性)，且透光性

良好，具有良好的应用前景。

[0045] 虽然，上文中已经用一般性说明、具体实施方式及试验，对本发明作了详尽的描

述，但在本发明基础上，可以对之作一些修改或改进，这对本领域技术人员而言是显而易见

的。因此，在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进，均属于本发明要求保护的

范围。
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图1

图2
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